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【手続補正書】
【提出日】平成22年11月1日(2010.11.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれが先端を備える複数の第１バンプを有する半導体チップを、ヒータ付のボンデ
ィングヘッドで保持する保持工程と、
　それぞれが前記第１バンプの前記先端と対応する先端を有しかつ前記半導体チップに接
続すべき複数の第２バンプを有する基板をステージに載せる載置工程と、
　前記半導体チップの前記第１バンプが前記基板の前記第２バンプと対向するように前記
半導体チップを保持するボンディングヘッドを前記ステージの上部に配置する配置工程と
、
　前記ボンディングヘッドの降下距離を決める決定工程と、
　前記ボンディングヘッドを前記降下距離分、下方に移動させ、前記半導体チップの前記
第１バンプを前記基板の前記第２バンプに接触させる接触工程と、
　前記接触工程の後、前記ボンディングヘッドを前記半導体チップから離す離脱工程と、
を有し、
　前記保持工程、前記載置工程、前記配置工程、前記決定工程、前記接触工程および前記
離脱工程の各々は、前記半導体チップの前記第１バンプが前記ヒータにより加熱されて溶
融した状態で行われ、
　前記決定工程は、
　前記複数の第１バンプの複数の前記先端から前記複数の第２バンプの複数の前記先端ま
での距離を測定するために前記半導体チップおよび前記基板の側方に設けられたカメラで
画像を取得する工程と、
　前記カメラで取得された前記画像に基づいて、前記複数の第１バンプの複数の前記先端
から前記複数の第２バンプの複数の前記先端までの前記距離の平均値を算出する工程と、
　前記平均値に基づいて、前記ボンディングヘッドの前記降下距離を決定する工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記決定工程で決定した前記ボンディングヘッドの前記降下距離は、前記平均値と補正
値とを含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記ステージはヒータを含み、
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　前記ステージは前記接触工程中に前記ヒータで加熱されることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第２バンプを有する前記基板は、半導体チップであることを特徴とする請求項１乃
至３のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
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